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Напівпровідниковий широкозонний карбід кремнію (SiC) є привабливим 
матеріалом для створення елементів електроніки завдяки своїм високим 
робочим температурам, стійкості до радіації та хімічно активним середовищам.  

В даній роботі для визначення параметрів акцепторних центрів бору в 
процесах генерації та рекомбінації носіїв заряду в рс-3С-SiC вивчалися 
температурні залежності провідності, фотопровідності (ФП), спектри 
фоточутливості у видимій і ближній інфрачервоній області.  

Показано, що легування pс-3C-SiC домішкою бору в процесі вирощування 
спричиняє утворення в забороненій зоні центрів акцепторного типу і появі 
особливостей у спектрі фоточутливості, що може мати практичний інтерес для 
фотовольтаїки.  

Враховуючи нижчі температури вирощування рс-3C-SiC (на 600–800 K) 
порівняно з монокристалами, відсутність у технології виготовлення складних та 
екологічно небезпечних процесів, здатність працювати у складних та 
екстремальних умовах, а також невисоку щодо інших політипів SiC вартість 
технології виробництва, легований бором рс-3C-SiC можна вважати 
оптимальним матеріалом для створення фотоелементів, сенсоров температури і 
термоанемометрів. 

Ключові слова: полікристалічний карбід кремнію, домішка бору, спектр 
фотопровідності, енергія активації, фотоелементи, сенсори. 
 


